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【はじめに】 

数ある結晶多形を持つ SiC の中でも 4H-SiC は電子移動度が大きいため、大きなチャネル移動

度を持つ n ch-MOSFET の実現が期待されている。しかし、実際は SiO2/SiC 界面の伝導帯近傍

に高密度の界面準位が形成されることによって、バルク SiCの 1/100程度の移動度しか得られな

い。SiO2/SiC の界面付近には C 原子に起因する欠陥構造が存在し、高密度な界面準位の起源と

なることが指摘されている。本研究では、DryO2中に NF3を微量に添加した雰囲気下で熱酸化を

行い、界面欠陥の起源とされている C のフッ化物を生成し、C 脱離に伴う界面準位の低減を狙

った。 

【実験方法】 

 本研究では4度オフ角を有するn型4H-SiC(0001)上に、ドーパント濃度Nd－Na＝1.0×1016 cm-3、

膜厚 12mのエピタキシャル成長層を持つ基板を使用した。標準的な RCA洗浄によって基板の汚

染を取り除いた後、大気圧下において DryO2雰囲気 (以下 O2酸化)および NF3添加 O2雰囲気 (以

下 NF3酸化)で熱酸化し、SiC表面に SiO2膜を形成した。酸化温度は、O2酸化を 1100 , 1200℃、

NF3酸化を 900～1200℃で行った。NF3酸化は O2中に NF3を 200ppm 添加したガスを使用してい

る。真空蒸着法によって試料表裏に Al を堆積し、フォトリソグラフィー法によって Al 電極を形

成した。その後、Alと酸化膜間に良質なコンタクトを得るために H2 FGAを 400℃で行った。作

製したMOSキャパシタの電気的特性から界面準位密度を評価した。 

【実験結果】 

 Fig.1に O2酸化と NF3酸化で同程度の膜厚を形成して作製し

た MOSキャパシタの Ditを示す。プロットした Ditは High-Low

法によって算出し、伝導帯から 0.2eV低いエネルギー位置の Dit

の値を示している。NF3酸化ではより低温で熱酸化を行うこと

によって Ditは逓減していく。一方で、O2酸化で低温酸化を行

った場合 Ditは増加する傾向を見せた。したがって、NF3酸化に

よる低 Ditは低温という雰囲気がもたらしたものではない。 

NF3は界面におけるフッ化物生成と同時に、最表面の SiO2の

エッチングも同時に発生することがわかっており、非常に複雑

な酸化過程へ経て SiO2が成長する。SiO2のエッチングは高温ほ

ど低減することが確認されていることから、高温雰囲気において

は、NF3が分解し、Cフッ化物を生成する能力が低下したと推測

される。 

NF3酸化における界面からの C脱離に有効な温度は 900℃程度の低温であることがわかった。

講演当日は、NF3酸化によって生成されるフッ化物を質量分析したデータも併せて議論したい。 

Fig.1 Temperature dependence 

of Dit by O2 Oxidation and NF3 

Oxidation. 
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